
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に形成されるセル内の半導体層がエッチングにより形成される素子分離溝により
電気的に分離される複数のブロックを備え、
　各ブロックは、
　選択拡散により半導体層にアレイ状に形成される複数の発光素子と、
　複数の発光素子のそれぞれに電気的に接続される複数の第１電極と、
　複数の第１電極のそれぞれに電気的に接続される複数の第１配線と、
　複数の第１配線のうち１つの第１配線が接続される第１電極パッドと、
　複数の発光素子に近接するように形成される第２電極と、
　第２電極に電気的に接続される第２配線と、
　第２配線に電気的に接続される第２電極パッドとをそれぞれ有し、
　セル内には、
　複数のブロックにまたがり形成されるブロック内の発光素子数と同数の共通配線であり
、各ブロックのそれぞれの１つの第１配線に層間絶縁膜の開口部を通して電気的に接続さ
れる複数の共通配線を有する多層配線構造の発光素子アレイにおいて、
　セル内の複数の第１電極パッドおよび第２電極パッドは、同一ブロック内で前記第１配
線と前記第２配線とが交差しないよう、該ブロック内の第１電極パッドと第２電極パッド

　ことを特徴とする発光素子アレイ。
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【請求項２】
　基板上に形成されるセル内の半導体層がエッチングにより形成される素子分離溝により
電気的に分離される複数のブロックを備え、
　各ブロックは、
　選択拡散により半導体層にアレイ状に形成される複数の発光素子と、
　複数の発光素子のそれぞれに電気的に接続される複数の第１電極と、
　複数の第１電極のそれぞれに電気的に接続される複数の第１配線と、
　複数の第１配線のうち１つの第１配線が接続される第１電極パッドと、
　複数の発光素子に近接するように形成される第２電極と、
　第２電極の中央部に電気的に接続される第２配線と、
　第２配線に電気的に接続される第２電極パッドとをそれぞれ有し、
　セル内には、
　複数のブロックにまたがり形成されるブロック内の発光素子数と同数の共通配線であり
、各ブロックのそれぞれの１つの第１配線に層間絶縁膜の開口部を通して電気的に接続さ
れる複数の共通配線を有する多層配線構造の発光素子アレイにおいて、
　セル内の複数の第１電極パッドおよび第２電極パッドは、同一ブロック内で前記第１配
線と前記第２配線とが交差しないよう、該ブロック内の第１電極パッドと第２電極パッド

　ことを特徴とする発光素子アレイ。
【請求項３】
　請求項１ は２に記載の発光素子アレイにおいて、
　複数の第１電極、複数の第１配線および第１電極パッド、並びに、第２配線および第２
電極パッドは、同一材料から構成されることを特徴とする発光素子アレイ。
【請求項４】
　請求項１ は２に記載の発光素子アレイにおいて、
　セル内の複数の第１電極パッドおよび複数の第２の電極パッドは、セルの長手方向に１
列に配置されることを特徴とする発光素子アレイ。
【請求項５】
　請求項１ は２に記載の発光素子アレイにおいて、
　セル内の複数の第１電極パッドおよび複数の第２の電極パッドは、セルの長手方向に２
列に配置されることを特徴とする発光素子アレイ。
【請求項６】
　請求項１ は２に記載の発光素子アレイにおいて、
　第１配線及び第２配線がセル内の長手方向における中央を境界に対称かつ交互に配置さ
れることを特徴とする発光素子アレイ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、いわゆる多層配線構造を有する発光素子アレイに関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
発光素子アレイは、複数の発光素子を直線状に配置したものである。発光素子としてＬＥ
Ｄ（ light emitting diode；発光ダイオード）を採用したものがＬＥＤアレイである。Ｌ
ＥＤアレイは、例えば、電子写真プリンタの露光光源として使用されている。
【０００３】
ＬＥＤアレイとしては、例えば、「ＬＥＤプリンタの設計」トリケップス社の第６０頁に
開示されている（図１７および図１８）。図１７は、従来のＬＥＤアレイの断面図である
。図１８は、従来のＬＥＤアレイの上面図である。
【０００４】
図１７および図１８に示されるように、このＬＥＤアレイは、ｎ型ＧａＡｓ基板１上にｎ
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型ＧａＡｓ０ ． ６ Ｐ０ ． ４ 層２を形成し、Ｚｎ等のｐ型不純物の選択拡散により複数の発
光部３をアレイ状に配置する。各発光部３のそれぞれのＡｌ電極（個別電極）４は、それ
ぞれの発光部３に電気的に接続されるように絶縁層６を挟んでｐ型ＧａＡｓ０ ． ６ Ｐ０ ．

４ 層３上に形成される。これらのＡｌ電極４は、それぞれのワイヤボンド電極部（以下、
電極パッドいう）７に電気的に接続されている。Ａｕ－Ｇｅ－Ｎｉ電極（共通電極）５は
、ｎ型ＧａＡｓ基板１と電気的に接続されるように、その下方に形成される。
【０００５】
図１９は、従来の多層配線型ＬＥＤアレイのセルを示す図である。図２０は、図１９に示
されるＡ部の拡大図である。
図１９に示される多層配線型ＬＥＤアレイは、近年、発明者等により提案されたものであ
り、電極パッド数の低減を主要目的とし、さらに、発光素子の順方向電圧を小さくし消費
電力を低減するとともに、ＩＣチップのサイズを小さくし製造コストを低減することを目
的としている。
【０００６】
図１９に示されるように、多層配線型ＬＥＤアレイは、ＬＥＤ（発光素子）２０に電気的
に接続されるｐ側配線３２とｐ側電極パッド３３に電気的に接続される共通配線６０とを
層間絶縁膜５０を介して積層したものである。この多層配線型ＬＥＤアレイでは、ｐ側配
線３２と共通配線６０とが直交するように形成されるとともに、ＬＥＤ（発光素子）２０
を構成する半導体層１２が相互に分離（アイソレート）され、複数のブロック１０に分割
されている。
【０００７】
多層配線型ＬＥＤアレイは、例えば、次のような方法により製造することができる。まず
、高抵抗基板１１上にｎ型の半導体層１２が形成される。次に、素子分離溝１３が形成さ
れ、半導体層がＭ個のブロック１０に電気的に分離される。次に、拡散マスク２１を介し
て選択的にｐ型不純物が拡散され、各ブロック毎にＮ個のＬＥＤ（ｐ側半導体領域（発光
素子））２０が形成される。
【０００８】
次に、Ｎ個のＬＥＤ２０に１対１で接続されるｐ側電極３１と、これらのｐ側電極３１に
１対１で接続されるｐ側配線３２と、各ブロック１０の１つのｐ側配線３２が接続される
ｐ側電極パッド３３とが形成される。次に、拡散マスク２１の一部が剥離され、各ブロッ
クのｎ型の半導体層１２に１対１で接続されるｎ側電極４１が形成される。次に、ｎ側電
極４１に１対１で接続されるｎ側配線４２と、ｎ側配線４２に１対１で接続されるｎ側電
極パッド４３とが形成される。
【０００９】
次に、各ｐ側配線３２の所定位置が露出する開口部５１が層間絶縁膜５０に形成される。
次に、Ｎ個のブロック１０にまたがるようにそれぞれのブロック１０の１つのｐ側配線３
２に接続されるＮ個の共通配線６０が形成される。
【００１０】
この多層配線型ＬＥＤアレイによれば、ｎ側電極４１をＬＥＤ（ｐ型不純物拡散領域（発
光素子））２０に近接させて形成し、高抵抗基板１１の抵抗成分による電圧降下の影響を
小さくする。これにより、ＬＥＤの順方向電圧を小さくし、消費電力を低減することがで
きる。また、ワイヤボンディング用のｐ側電極パッド３３およびｎ側電極パッド４３をセ
ルの片側に配置することにより、チップサイズを小さくし、製造コストを低減することが
できる。
【００１１】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、従来の多層配線型ＬＥＤアレイには、ｐ側電極パッド３３とｎ側電極パッ
ド４３とを交互に配置すると、セルの右半分において、ｐ側電極パッド３３のｐ側配線３
２とｎ側電極パッド４３のｎ側引出配線４２とが重なるように形成されてしまう（図２０
）。この重なりは、
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１）配線不良が発生する要因になる
２）これらを同一材料で構成することができない
３）これらを同一工程で形成することができない
といった問題を生じさせる。
【００１２】
この発明は、かかる問題点を解決するためになされたものであり、配線不良の可能性を小
さくし、信頼性を向上させるとともに、ｐ側電極パッド、ｐ側配線およびｐ側電極、並び
に、ｎ側電極パッドおよびｎ側配線を同一材料、同一工程で形成し、工程を簡略化するこ
とができる発光素子アレイを提供することにある。
【００１３】
【課題を解決するための手段】
　請求項１に係る発光素子アレイは、基板上に形成されるセル内の半導体層がエッチング
により形成される素子分離溝により分割される複数のブロックを備え、各ブロックは、選
択拡散により半導体層にアレイ状に形成される複数の発光素子と、複数の発光素子のそれ
ぞれに電気的に接続される複数の第１電極と、複数の第１電極のそれぞれに電気的に接続
される複数の第１配線と、複数の第１配線のうち１つの第１配線が接続される第１電極パ
ッドと、複数の発光素子に近接するように形成される第２電極と、第２電極に電気的に接
続される第２配線と、第２配線に電気的に接続される第２電極パッドとをそれぞれ有し、
セル内には、複数のブロックにまたがり形成されるブロック内の発光素子数と同数の共通
配線であり、各ブロックそれぞれの１つの第１配線に層間絶縁膜の開口部を通して電気的
に接続される複数の共通配線を有する多層配線構造の発光素子アレイにおいて、セル内の
複数の第１電極パッドおよび複数の第２電極パッドは、同一ブロック内で前記第１配線と
前記第２配線とが交差しないよう、該ブロック内の第１電極パッドと第２電極パッド

ことを特徴とするもので
ある。
【００１４】
　請求項２に係る発光素子アレイは、基板上に形成されるセル内の半導体層がエッチング
により形成される素子分離溝により分離される複数のブロックを備え、各ブロックは、選
択拡散により半導体層にアレイ状に形成される複数の発光素子と、複数の発光素子のそれ
ぞれに電気的に接続される複数の第１電極と、複数の第１電極のそれぞれに電気的に接続
される複数の第１配線と、複数の第１配線のうち１つの第１配線が接続される第１電極パ
ッドと、複数の発光素子に近接するように形成される第２電極と、第２電極の中央部に電
気的に接続される第２配線と、第２配線に電気的に接続される第２電極パッドとをそれぞ
れ有し、セル内には、複数のブロックにまたがり形成されるブロック内の発光素子数と同
数の共通配線であり、各ブロックそれぞれの１つの第１配線に層間絶縁膜の開口部を通し
て電気的に接続される複数の共通配線を有する多層配線構造の発光素子アレイにおいて、
セル内の複数の第１電極パッドおよび複数の第２電極パッドは、同一ブロック内で前記第
１配線と前記第２配線とが交差しないよう、該ブロック内の第１電極パッドと第２電極パ
ッド ことを特徴とす
るものである。
【００１７】
【発明の実施の形態】
以下、本発明に係る発光素子アレイの好ましい実施の形態を図面を参照して説明する。
実施の形態１および２において、多層配線型のＬＥＤアレイを例とし、第１導電型をｐ型
、第２導電型をｎ型としているが、第１導電型をｎ型、第２導電型をｐ型としてもよい。
基板、電極、配線、不純物等の材料および組成は、実施の形態１および２のものに限られ
ず、種々のものを採用することができる。
【００１８】
発光素子アレイは、ＬＥＤアレイに限られず、例えば半導体レーザのような他の発光素子
に適用することができる。さらに、例えばドライバＩＣのような他の半導体素子にも適用
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することができる。
【００１９】
実施の形態１．
図２は、この発明に係る実施の形態１のＬＥＤアレイの概念図である。図１は、図２に示
されるセルの構成を示す図である。図３は、図１に示されるＡ部断面図である。
【００２０】
図２に示されるように、ＬＥＤアレイは、その長手方向にリニア状に配置される複数のセ
ル１００から構成される多層配線型のＬＥＤアレイである。
【００２１】
図１および図３に示されるように、この多層配線型のＬＥＤアレイは、高抵抗基板１１上
に形成される第２導電型半導体層１２を備える。高抵抗基板１１としては、例えば半絶縁
性ＧａＡｓ基板を用いることができる。第２導電性の半導体層１２としては、例えばエピ
キャピタル成長したｎ型ＡｌＧａＡｓ層を用いることができる。セル１００内の第２導電
型半導体層１２は、エッチングにより形成される素子分離溝１３によりＭ個のブロック１
０に電気的に分離される。
【００２２】
各ブロック１０は、第２導電型半導体層１２内における不純物の拡散によりｐｎ接合を構
成するＮ個のＬＥＤ（第１導電型半導体領域（発光素子））２０を有する。これらＮ個の
ＬＥＤ２０は、セル１００の一方の側にセル１００の長手方向に１列に配列される。不純
物としては、例えばＺｎを用いることができる。
【００２３】
各ブロック１０は、１列に配列されるＮ個のＬＥＤ２０に電気的に接続されるＮ個のｐ側
電極３１と、これらのｐ側電極３１のそれぞれに電気的に接続されるＮ個のｐ側配線３２
と、これらのｐ側配線３２のうち１つのｐ側配線３２と電気的に接続されるｐ側電極パッ
ド３３とを有する。
【００２４】
Ｎ個のｐ側電極３１は、それぞれのＬＥＤ２０に電気的に接続されるように絶縁膜（拡散
マスク）２１を挟んで形成される。Ｎ個のｐ側配線３２は、セル１００内の一方の側から
他方の側に、セル１００の長手方向と直交する方向に延在する。ｐ側電極パッド３３は、
セル１００内の他方の側に配置される。
【００２５】
Ｎ個のｐ側電極３１、Ｎ個のｐ側配線３２およびｐ側電極パッド３３は、後述するように
、同一材料により同時に形成することができる。これらは、一体に形成することができる
。これらは、例えばＡｕ積層膜を用いることができる。なお、ｐ側電極パッド３３は、Ｎ
個のｐ側電極３１およびＮ個のｐ側配線３２と別体として形成されてもよい。
【００２６】
各ブロック１０は、１つのｎ側電極４１と、ｎ側電極４１に電気的に接続されるｎ側配線
４２と、ｎ側配線４２に電気的に接続されるｎ側電極パッド４３とを有する。ｎ側電極４
１は、Ｎ個のＬＥＤ２０に近接し沿うように、セル１００の一方の側のＬＥＤ２０より外
側に配置される。ｎ側電極パッド４３は、ｐ側電極パッド３３と１列に並ぶようにセル１
００の他方の側に配置されている。ｎ側配線４２は、ｎ側電極４１とｎ側電極パッド４３
とを電気的に接続するように、セル１００内の一方の側から他方の側に、セル１００の長
手方向と直交する方向に延在する。
【００２７】
ｎ側電極４１は、例えばＡｕ合金膜を用いることができる。ｎ側配線４２およびｎ側電極
パッド４３は、後述するように、複数のｐ側電極３１、複数のｐ側配線３２およびｐ側電
極パッド３３と同一材料により同時に形成することができる。ｎ側配線４２およびｎ側電
極パッド４３は、一体に形成することができる。
【００２８】
ｎ側電極４１は、複数のＬＥＤ２０に近接するように配置されるので、高抵抗基板１１の
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抵抗成分による電圧降下の影響を小さくすることができる。したがって、ＬＥＤの順方向
電圧を小さくし、消費電力を低減することができる。また、ｐ側電極パッド３３およびｎ
側電極パッド４３をセル１００の他方の側に配置することにより、チップサイズを小さく
し、製造コストを低減することができる。
【００２９】
ｎ側配線４２は、ｎ側電極４１の中央部に接続されるように形成されるのが好ましい。こ
れにより、図２におけるｎ側配線４２の左右に配列されるＮ個のＬＥＤ２０とｎ側配線４
２との間のそれぞれの距離の差を小さくすることができるので、Ｎ個のＬＥＤの発光エネ
ルギ（明るさ）を均一化することができる。
【００３０】
セル１００内のＭ個のｐ側電極パッド３３およびＭ個のｎ側電極パッド４３は、セル１０
０の長手方向における中央を境界に対称かつ交互に１列に配置される。これにより、セル
１００の中央から右側におけるｎ側配線４２とｐ側配線３２とがｎ側電極パッド４３およ
びｐ側電極パッド３３の近傍で重ならないように形成することができる。したがって、ｐ
側電極３１、ｐ側配線３２、ｐ側電極パッド３３、ｎ側配線４２およびｎ側電極パッド４
３を同一材料により同時に形成することができる。
【００３１】
セル１００は、Ｍ個のブロック１０にまたがるように層間絶縁膜５０を介して形成される
Ｎ個（ブロック１０内のＬＥＤ２０と同数）の共通配線６０を有する。Ｎ個の共通配線６
０は、それぞれセル１００の長手方向に延在する。Ｎ個の共通配線６０は、Ｍ個のブロッ
ク１０のそれぞれの１つのｐ側配線３２に電気的に接続される。
【００３２】
Ｎ個の共通配線６０とそれぞれのＭ個のｐ側配線３２とが交差する位置における層間絶縁
膜５０には、それぞれの共通配線６０およびそれぞれのｐ側配線３２が電気的に接続され
るようにコンタクト孔５１が形成されている。共通配線６０としては、例えばＡｕ積層膜
を用いることができる。層間絶縁膜５０としては、例えばポリイミド樹脂を用いることが
できる。
【００３３】
Ｍ個のブロック１０のそれぞれの１つのＬＥＤ２０および対応するｐ側電極パッド３３は
、ｐ側電極３１およびｐ側配線３２を介して１つのコンタクト孔５１を通る共通配線６０
に電気的に接続される。このため、共通配線６０上に２つのコンタクト孔５１を設け、一
方のコンタクト孔５１を通してＬＥＤ２０および共通配線６０を電気的に接続し、他方の
コンタクト孔５１を通して共通配線６０およびｐ側電極パッド３３を電気的に接続する場
合に比べ、コンタクト孔５１の数を少なくすることができる。したがって、ＬＥＤアレイ
の歩留まりを向上させることができる。
【００３４】
図４～図１４は、ＬＥＤアレイの製造工程を示す図である。図４～図９は、セル１００の
断面図であり、図１０～図１４は、セル１００の上面図である。
【００３５】
図４に示されるように、高抵抗基板１１上に第２導電型半導体層１２が形成され、半導体
層１２上に拡散マスク２１が成膜され、複数のＬＥＤ２０のそれぞれの形成予定領域に開
口２０ａが形成される。拡散マスク２１としては、例えばＳｉＮ膜を用いることができる
。ＳｉＮ膜は、例えばＣＶＤ法により成膜することができる。ＬＥＤ２０の形成予定領域
の開口２０ａは、フォトリソグラフィ法またはエッチング法により形成することができる
（拡散マスク成膜工程）。
【００３６】
次に、図５に示されるように、開口２０ａを含む拡散マスク２１上に拡散源膜２２が成膜
される。拡散源膜２２としては、例えばＺｎＯ－ＳｉＯ２ 膜を用いることができる。Ｚｎ
Ｏ－ＳｉＯ２ 膜は、例えばスパッタ法により成膜することができる（拡散源膜成膜工程）
。
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【００３７】
次に、図６に示されるように、拡散源膜２２上にアニールキャップ２３が成膜される。ア
ニールキャップ２３としては、例えばＡｌＮ膜をを用いることができる。ＡｌＮ膜は、例
えばスパッタ法により成膜することができる（アニールキャップ成膜工程）。
【００３８】
次に、図７に示されるように、第２導電型半導体層１２に第１導電型不純物の拡散領域が
選択拡散により形成するためのアニールが行われる。前述のように、第１導電型不純物と
しては、例えばＺｎを用いることができる。窒素大気圧下６５０℃で約３時間アニールす
ることにより複数のＬＥＤ形成予定領域である開口２０ａに拡散領域を形成することがで
きる。これにより、約１μｍの拡散深さを有するＬＥＤ２０が形成される（選択拡散アニ
ール工程）。
【００３９】
次に、図８に示されるように、アニールキャップ２３および拡散源膜２２が剥離される。
これらの剥離は、選択エッチングにより行うことができる（アニールキャップ／拡散源膜
剥離工程）。
【００４０】
次に、図９に示されるように、セル１００内にその深さが高抵抗基板１１に達する（Ｍ－
１）個の素子分離溝１３が形成され、セル１００内の第２導電型半導体層１２がＭ個のブ
ロック１０に電気的に分離される。素子分離溝１３は、例えばリン酸化水をエッチャント
として第２導電型半導体層１２を選択的にエッチングすることにより形成することができ
る（素子分離溝形成工程）。
【００４１】
次に、図１０に示されるように、後に形成されるｎ側電極パッド４３と第２導電型半導体
層１２とのコンタクトを取るためにｎ側電極４１の形成予定領域の拡散マスク２１が剥離
される。剥離は、フォトリソグラフィ法またはエッチング法により行うことができる（拡
散マスク剥離工程）。
【００４２】
次に、図１１に示されるように、ｎ側電極４１が成膜される。ｎ側電極４１のパターンは
、例えばリフトオフ法により形成される（ｎ側電極成膜工程）。
【００４３】
次に、図１２に示されるように、複数のｐ側電極３１、複数のｐ側配線３２、複数のｐ側
電極パッド３３、複数のｎ側配線４２および複数のｎ側電極パッド４３が成膜される。各
ブロック１０のＮ個のｐ側電極３１、Ｎ個のｐ側配線３２およびｐ側電極パッド３３は一
体に成膜され、ｎ側配線４２およびｎ側電極パッド４３は一体に成膜される。それぞれの
パターンは、例えばリフトオフ法により形成することができる（ｐ側電極等形成工程）。
【００４４】
次に、図１３に示されるように、層間絶縁膜５０が形成される。層間絶縁膜５０には、共
通配線６０のコンタクト孔５１となる開口、ＬＥＤ２０が形成されている領域の開口およ
びｐ側電極パッド３３が形成されている領域の開口が形成される。層間絶縁膜５０のこれ
らの開口のパターンは、フォトリソグラフィ法またはエッチング法により形成することが
できる（層間絶縁膜成膜）。
【００４５】
次に、図１４に示されるように、セル１００内にＮ個の共通配線６０が形成される。１個
の共通配線６０は、Ｍ個のブロック１０のそれぞれの１つのＬＥＤ２０に対応するＭ個の
コンタクト孔５１を通し、それぞれのｐ側配線３２に電気的に接続される。共通配線６０
のパターンは、例えばリフトオフ法により形成することができる（共通配線形成工程）。
【００４６】
なお、図１０～図１２に示される拡散マスク剥離工程、ｎ側電極成膜工程およびｐ側電極
等形成工程の工程順はこれに限るものではない。拡散マスク剥離工程をｎ側電極成膜工程
よりも前に行えばよい。例えば、ｐ側電極等形成工程、拡散マスク剥離工程、ｎ側電極成
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膜工程の順に行うこともできる。
【００４７】
また、ｐ側電極等形成工程を、ｐ側電極３１、ｐ側配線３２およびｐ側電極パッド３３を
形成する工程と、ｎ側配線４２およびｎ側電極パッド４３を形成する工程とに分けてもよ
い。この場合、いずれの工程を先に行ってもよい。
【００４８】
実施の形態２．
図１５は、この発明に係る実施の形態２のＬＥＤアレイの概念図である。図１６は、図１
５に示されるセルの構成を示す図である。
図１５および図１６に示されるように、実施の形態２のＬＥＤアレイは、セル２００内の
複数のｐ側電極パッド３３および複数のｎ側電極パッド４３の配置が実施の形態１のＬＥ
Ｄアレイと異なる。
【００４９】
実施の形態２のセル２００内の複数のｐ側電極パッド３３および複数のｎ側電極パッド４
３は、セル２００内の長手方向における中央を境界に対称かつ交互に配置される点で実施
の形態１と共通する。しかし、実施の形態１の複数のｐ側電極パッド３３および複数のｎ
側電極パッド４３は、セル１００の長手方向に１列に配置されているのに対し、実施の形
態２の複数のｐ側電極パッド３３および複数のｎ側電極パッド４３は、セル２００の長手
方向に２列に配置されている点が異なる。
【００５０】
実施の形態２によれば、複数のｐ側電極パッド３３および複数のｎ側電極パッド４３は、
セル２００の長手方向に２列に配置されているため、パットサイズを大きくすることがで
きる。したがって、ワイヤボンディングの信頼性を向上させることができる。
【００５１】
【発明の効果】
この発明によれば、

各ブロックの第１配線および引出配線が 形成することが
できる。したがって、配線の 配線不良を防止し、ＬＥＤアレイの信頼性を向上
させることができる。また、ｐ側電極パッド、その第１配線およびｐ側電極、並びに、ｎ
側電極パッド及びその引出配線を同一材料、同一工程で形成し、工程を簡略化することが
できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　図２に示されるセルの構成を示す図である。
【図２】　この発明に係る実施の形態１のＬＥＤアレイの概念図である。
【図３】　図２に示されるＡ部断面図である。
【図４】　拡散マスク成膜工程を示す図である。
【図５】　拡散源膜成膜工程を示す図である。
【図６】　アニールキャップ成膜工程を示す図である。
【図７】　選択拡散アニール工程を示す図である。
【図８】　アニールキャップ／拡散源膜剥離工程を示す図である。
【図９】　素子分離溝形成工程を示す図である。
【図１０】　拡散マスク剥離工程を示す図である。
【図１１】　ｎ側電極成膜工程を示す図である。
【図１２】　ｐ側電極等形成工程を示す図である。
【図１３】　層間絶縁膜成膜工程を示す図である。
【図１４】　共通配線形成工程を示す図である。
【図１５】　この発明に係る実施の形態２のＬＥＤアレイの概念図である。
【図１６】　図１５に示されるセルの構成を示す図である。
【図１７】　従来のＬＥＤアレイの断面図である。
【図１８】　従来のＬＥＤのアレイの上面図である。
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各ブロック内の第１電極パッドと第２電極パッドとの相対位置を変え
ることにより、 交差しないように

交差による



【図１９】　従来の多層配線型ＬＥＤのセルの構成を示す図である。
【図２０】　図１９に示されるＢ部拡大図である。
【符号の説明】
１０　ブロック
１１　高抵抗基板
１２　半導体層
１３　素子分離溝
２０　ＬＥＤ
３１　ｐ側電極
３２　ｐ側配線
３３　ｐ側電極
４１　ｎ側電極
４２　ｎ側配線
４３　ｎ側電極パッド
５０　層間絶縁膜
５１　コンタクト孔
６０　共通配線
１００　セル
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【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】

(10) JP 3824497 B2 2006.9.20



【 図 １ ２ 】 【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】 【 図 １ ５ 】
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【 図 １ ６ 】 【 図 １ ７ 】

【 図 １ ８ 】

【 図 １ ９ 】 【 図 ２ ０ 】
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